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CIRCUITOS OPTO-ELECTRONICOS

» Senal optica en la entrada o salida
» Aplicaciones
» Medicion de luz
» Medir posicion
* Imagenes
» Comunicaciones
» "Optically-coupled isolators”
» Controles remotos

* comunicaciones a traves de fibra optica
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Fig. 1-1  Energy banding of allowed levels in diamond as a func-
tion of spacing between atoms.!
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(a) (b)

Fig. 14-1 Generation of a photovoltage V at a p—n junction.
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Figure 15.1 Electromagnetic spectrum.
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Figure 15.2 Photodiode: (a) photodiode package with transparent window; (b) photo-
diode chip (cross-sectional perspective view).
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Figure 15.3 Flow of minority carrers across a reverse-biased PN junction.
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Energia de un foton = £ = =

Constante de Planck:
h=6.626x107*J — s =4.136 x 10" YeV — s
leV =1.602 x 107197

Resposividad = Rt = I/ P

P = potencia éptica (en Watts)

[, = foto-corriente (idealmente igual al flujo de fotones
Xq)

Solo fotones con energia mayor a la del enerqy gap
pueden ser absorbidos.
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Una fuente produce 1W de energia radiante con una longitud de
onda igual a 1000nm.

1. ;Cual es la energia de un foton?
2. ;Cual es el flujo de fotones?

3. Si la fuente es isotropica, jcual es flujo de electrones a 2m de
distancia?”

4. Un foto-diodo de silicio con un area activa de 1.0mm? se en-

cuentra a 200cm de la tuente. Cual es la foto-corriente resul-
tante si el foto-diodo tiene una responsitividad de 0.45A/W a
la longitud de onda indicada’?
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Figure 15,7 Photodarlington transistor.
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Figure 159 Photodarlington transistor (ZN5777) bandwidth versus load resistance
(Ic = 10 mA, Ve = +10 V, GaAs light-emitting-diode light source).
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Optoelectronic Analog Signal Transmission
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